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光の 3原色に対応した 3種類の有機光電変換膜と，TFT回路とを交互に積層した単板カラー撮像

デバイスの開発を目的に，150℃以下の温度で TFTを作製することに取り組んでいる [1-3]．今回

は，マグネトロンスパッタに比べて，成膜時のダメージが少ない対向ターゲットスパッタ (FTS)を

用いてチャネル部を形成したアモルファス In-Ga-Zn-O(IGZO) TFTについて報告する．

作製した 2種類の TFTの断面構造図を図 1に示す．いずれも逆スタガ型の構造で，図 1(a)では

プラズマ CVDにより成膜した SiOxをエッチストップ層として使用するのに対し，図 1(b)では原

子層堆積法 (ALD)による TiOxをエッチストップ層として使用した．作製方法は次の通りである．

無アルカリガラス基板上に Crパターンを形成した後，ゲート絶縁膜としてAlOxをALDにて 110

℃の温度で成膜し，さらに，IGZOを室温で FTSにて形成，ウェットエッチングした．その後，図

1(a)では，プラズマ CVDにより 150℃にて SiOxを製膜後，ソース/ドレインコンタクトホールを

ドライエッチングし，IZOを室温で FTSにて形成，ウェットエッチングした．保護層として SiOx

をプラズマ CVDにて形成しドライエッチングにて電極へのコンタクトホールを作製後，130℃オ

ゾン雰囲気中でアニールした．一方，図 1(b)では，TiOxを 100℃の温度で ALDで形成後，FTS

にて IZOを成膜した．TiOxをエッチストップ層として活用し，IZOをウェットエッチングにてパ

ターニングした後，TiOxをドライエッチングにてパターニングした．保護膜として SiOxをDCパ

ルススパッタにて形成しドライエッチングにて電極へのコンタクトホールを作製後，130℃オゾン

雰囲気中でアニールした．プロセス中の最高温度はそれぞれ 150℃，130℃であった．また，同じ

マスクを使用して，チャネル長/チャネル幅はそれぞれ 8/84µm, 4/84µmであった．

試作した 2種類の TFTのドレイン電流-ゲート電圧特性を図 2に示す．電界効果移動度はそれぞ

れ 8.4cm2/Vs，7.0cm2/Vsであった．
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